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Transistor de Silicio NPN Epitexial, 30 MHz, 13.5 Vcc, 70 Watt, T-40E.

SKU: 25C2097  Categoria: KENWOOD / ICOM / TXPRO

$801.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCION

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1
1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caracteristicas Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px;
color: inherit;'> <li style="margin-bottom: 5px;'>Transistor NPN epitaxial de silicio</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia maxima de operacién 30 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensién de colector 13.5 Vcc</li> <li
style="margin-bottom: 5px;'>Potencia maxima de salida 70 Watt</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Encapsulado formato T-40E</li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

</div>

ESPECIFICACIONES

Caracteristica 1 Alta eficiencia en amplificacion RF de potencia
Caracteristica 2 Operacion estable hasta 30 MHz

Caracteristica 3 Disefio epitaxial desilicio para baja distorsion
Caracteristica 4 Encapsulado T-40E para disipacion térmica optimizada
Caracteristica 5 Tension de colector 135 Ve para circuitosrobustos
Caracteristica 6 Ideal para etapas de salida en transmisores
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